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摘要(译)

对于薄膜晶体管电路器件来说需要一种薄膜晶体管电路器件及其制造方
法，其中该器件包括的布线结构是在下层中为铝合金和在上层中为钼合
金，其中钼合金在空气中的腐蚀不易进行。薄膜晶体管电路器件暴露出
被绝缘膜所覆盖的布线部分和在所暴露的表面上包含有由引脚电极金属
所形成的引脚，该器件在暴露的表面上包含引脚，该引脚是由引脚电极
金属形成的，其中的绝缘膜将形成于衬底的中心部分的主电路区的薄膜
晶体管与形成于衬底外围的保护电路区连接起来，并且其中布线的最上
层表面是含铌的钼合金。
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